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1. 9�GHORYQL�WRþNL�QHOLQHDUQHJD�þHWYHURSROQHJD�HOHPHQWD�LPDPR�I1= 10 µA, U1= 1 V, I2= 10 mA, U2= 5
V, g11 = 2 mS, g12 ≅ 0 S, g21 = 90 mS in g22 = 100 µS. 'RORþLWH�QDSHWRVWQR�RMDþHQMH majhnih
KDUPRQLþQLK�VLJQDORY��þH�MH�QD�L]KRGX�SULNOMXþHQR�EUHPH�Rb = 5 kΩ.

2. Silicij vsebuje 2×1015 cm-3
� SULPHVL� ERUD�� 'RORþLWH� OHJR� Fermijeve energije glede na rob

prevodnega in glede na rob YDOHQþQHJD� SDVX� WHU� VNLFLUDMWH� HQHUJLMVNH� QLYRMH�� 'RORþLWH� WXGL� WLS

SROSUHYRGQLND� LQ� L]UDþXQDMWH� VSHFLILþQR� XSRUQRVW�� 3RGDWNL�� EG=1.12 eV, T=24.8 °C, µp= 437
cm2/(Vs), µn=3×µp

2. 'RORþLWH�inkrementalno nadomestno vezje prevodno polarizirane (U=+600 mV) idealne silicijeve
diode pri f= 1 N+]��NL�LPD�VWRSQLþDVWL�pn spoj z ND = 2×1018 cm-3 v p-plasti in NA = 3×1014 cm-3 v
n�SODVWL��7RN�QDVLþHQMD�GLRGH�]QDãD����S$�

Preostali podatki: UT = 25.88 mV in ni=1010 cm-3, τp= 10 µs

4. Prebojno (Zenerjevo) diodo, za katero poznamo parametre UZ = 5.6 V, rz=10 Ω in Pmax= 250
mW, uporabimo v narisanem napetostnem stabilizatorju z R=200 Ω��'RORþLWH��NDNãQD� MH� ODKNR

Uvh max��GD�QH�RJUR]LPR�GHORYDQMD�SUHERMQH�GLRGH��'RORþLWH� WXGL��NDNãQD�MH� ODKNR�Uvh min, da je
stabilizacija še smiselna. Princip delovanja prebojne diode kot stabilizatorja napetosti pojasnite s
VNLFR��9ULãLWH�QDþLQ�GRORþLWYH�Uvh max in Uvh min.

3LãHWH����PLQXW��GRYROMHQD�MH�XSRUDED�OLVWD�]�RVQRYQLPL�HQDþEDPL�LQ�NRQVWDQWDPL�

Rezultati bodo objavljeni v sredo, 7. 12. na oglasni deski v III. nadstropju.
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